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Одномерные наноструктуры на поверхности полупроводников считаются перспективным материалом для создания принципиально новых электронных компонентов [1]. К подобным наноструктурам относятся металлические нанопровода, которые формируются на поверхности германия вследствие самоорганизации при эпитаксиальном росте [2,3]. 

Впервые был обнаружен рост Au нанопроводов на поверхности Ge(110). Нанопровода растут параллельно друг другу в направлении [
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]. Кроме того, были исследованы структурные и электронные свойства нанопроводов Au/Ge(110) с помощью сканирующего туннельного микроскопа, сканирующей туннельной спектроскопии и первопринципных расчетов на основе теории функционала плотности. Атомные нанопровода представляют собой зигзагообразные цепочки. Теоретические расчеты показали, что атомам Au энергетически выгодно погружаться во второй слой поверхности, а на поверхности формируется нанопровод, состоящий из вытесненных с поверхности атомов Ge. Экспериментальные и теоретические данные показывают, что нанопровода Au/Ge(110) имеют полупроводниковые электронные свойства.
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